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SMY 50

SI-MOS-Feldeffekttransistor vom p-Kanal-Anreicherungstyp fiir digitale Anwendungen im
DIL-Plastgehduse der Bauform G 4 nach TGL 11811. Der Transistor hat eine inte-
grierte Gateschutzdiode, der SubstratanschluB ist getrennt herousgefiihrt,
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Masse 0,3 g

AnschluBbelegung und elektrisches Schaitbild

Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebsumgebungstemperaturbereich

Kennwert

Drain-Source-Spannung
Gate-Source-Spannung
Drain-Gate-Spannung
Source-Bulk-Spannung
Gate-Bulk-Spannung
Drain-Bulk-Spannung
Drainstrom

FluBstrom der Gateschutz-
diode

ImpulsfluBstrom der Gate-
schutzdioda

Zuléssige Gesamtverlust-
leistung

Betriebsumgebungs-
temperaturbereich
Lagerungstemperaturbereich

Ups
Ucs
Uoc
Usa
Uce
Uoe
-Io
las

lgsm
Prot
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- MeBbedingungen
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=1:10
tpmax = T us
0. = 25°C

max. Wert
bzw. Bereich

..+ 03V
L+ 03V
o NV
03V
..+ 03V
.+ 03V

25 mA

0,1 mA

2 mA
225 mw
. -+ 85°C

. +125°C



Kennwerte bei ##a = 25°C

Kennwert

Drainstrom

Schwellspannung

Gatereststrom

Gateresistrom

Drainreststrom

Drainreststrom

Source-Bulk-Reststrom

Eingangskapazitat

Drainstrom
Steilheit

Drain-Source-

Widerstand

-lp

-lass

"!GSS

-loss

-lpss

o PY-T

CQSS

-Ip
Ya1

Rps

-Ups
-Ugs
-Usa

Ubs
Uss

-1p

-Ups
-Ugs
-Lsa

-Ups
-Uas
-Use

-Ups
-Ugs
-Usa

-Ups
-Ugs
-Uss

Uss
-Uog
-Ucs

Ups
Usa

MeBbedingungen

= 2V
= 10V
oV

I

= Ugs
oV
= 10 A

= 0V
IV
VRY

ov
20V
oV

31V
oV
ov

20V
oV
oV

15V
oV
ov

I

| O I

I

(| I

= Ugs
= QV

Min.

I mA

3V

MeBspannung = 0,2V
f=—=05..,2 MHz

Informationskennwerte bej fa = 25°C

-Ups
-Unsg

f

-Uss
-Ip

— -UGS == 10'\!
== Ugs = 10V
= 1 kHz

= 20V

— 1OD{JA

Bestellbeispiel: MOS.-FeldeHekttransistor SMY 50, TGL 26 432

Max.

6V

10 uA

0.7 pA

10 gA

0.1 A

015 pgA

12 pF
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